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我々は BiFeO3(BFO)を用いた人工超格子において、強誘電性強磁性マルチフェロイック、およ

び巨大電気磁気効果の発現を目指している。BFO については Bi と Fe の蒸気圧の違いから、Bi が

欠損しやすく、リーク電流増加の原因となる。このため、Bi/Fe 比が 1 に近い薄膜を作製すること

が必要不可欠である。また、パルスレーザー堆積(PLD)法によって超格子を作製する。PLD 法を

用いた高品質薄膜の作製にはターゲットが高密度で均一であることが重要であるため、ペチーニ

法という化学的手法に着目した。これまで、CaFeOX、LaFeO3、BiFeO3、BiFe0.8M0.2O3において、

96.4%、95.5%、95.2%、96.6%の超高密度ターゲットの作製に成功している[1]。 

ストイキオメトリーの BFO ターゲットのアブレー

ション後表面及びBFO薄膜のBi/Fe比をFig.1に示す。

左軸はKrFエキシマレーザー(2.4J/cm2)アブレーション

回数に対するターゲット表面の Bi/Fe 比を示す。レー

ザーアブレーションする前のターゲット表面の Bi /Fe

比を 1.0 として規格化した。赤い四角は作製した薄膜

の結果であり、相当する照射回数にプロットした。照

射回数 20回でBi/Fe比が 0.65となり、急激に減少した。

20～170回ではBi/Feが 0.65±0.05で一旦安定した。200

回では 0.82 となり、増加した。200～350 回にかけて再

び減少した。350～500 回では 0.6 付近で安定すること

を確認した。また、右軸は各アブレーション回数に対する Bi/Fe 比を 1 にするために、必要な過

剰 Bi のモル数 x を示す。0 回以外の Bi/Fe 比が一番高いときは Bi/Fe=0.81/1 より x＝0.2 となり、

Bi/Fe 比が一番低いときは Bi/Fe=0.55/1 より x＝0.8 となった。これらの結果からターゲットにおけ

る Bi/Fe 比は 1.2~1.8 が妥当であることが予測できる。 

これを受けて、本研究では Bi 過剰のターゲット

Bi1.2FeO3を作製した。Fig.2 には、ペチーニ法によって

作製したターゲット用粉末のXRD 2θ-θパターンを示す。

熱 処 理 1 回 目 の 場 合 は Bi2Fe4O9 ､ BiFeO3 と

Bi12(Bi0.5Fe0.5)O19.5のピークが確認された。熱処理 2 回目

の場合は Bi2Fe4O9 のピークがなくなった。これは熱処

理時間を伸ばして、Bi2Fe4O9の結晶構造が変化しBiFeO3

と Bi12(Bi0.5Fe0.5)O19.5になったと考えている。2 回目と同

条件で行った 3 回目の熱処理では大きな変化は確認で

きなかった。これより 2 回目で十分な反応が進行していると考えている。また、作製した Bi1.2FeO3

ターゲットの密度は 80％以上だった。当日はこのターゲットを用いて作製した薄膜の結晶構造及

び磁気特性についても報告する。 
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Fig.1 Composition ratio of Bi/Fe as a function and 

needed Bi increase mole number of number of pulses 
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